
PFK SEkteronik 

Iinformation 
SY 625 

Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode im Metallgehäuse (Fast Recovery Epitaxial Diode) 

Technische Daten 

1. Abmessungen: 

@ 1,8min 

— 

Bauform H4 nach TGL 200 - 8327 

A& SY 625/2 X P3 
Herstellerzeichen Herstelle szeitroum 

(Mon., Jahr) 
Typbezeichnung 

Polaritätszeichen 

Spannungsklasse 

Masse etwa 8 g 



2. Grenzkennwerte: 

Typ Uramin V Upwmin V 

SY 625/0,5 50 50 

SY 625/1 100 100 

SY 625/1,5 150 150 

SY 625/2 200 200 

Effektiver Durchlaßstrom If(rms) 43A 

Mittlerer Durchlaßstrom') [° 28A 

Stoßstrom?) Irsm 420 A 
Stoßstrom®) Ifsm 300 A 

Stoßstromintegral®) Si2dt 450 A?s 

Sperrschichttemperaturbereich D —55...+ 150 °C 

Lagertemperatur Og —55...+ 55°C 

Betriebstemperaturbereich % —55...+ 125 °C 



3. Kenngrößen: 

Durchlaßspannung“) Urm 0,95 

periodischer Spitzensperrstrom®) [ 0,2 

Sperrerholungszeit®) I <50 

periodischer Spitzensperrstrom”) IRam 3 

Durchlaßspannung®) Urm 0,85 

Innerer Wärmewiderstand Rihje < 1 

Ersatzwiderstand®) N <5 

Schleusenspannung Urro) <0,65 

Höhe über NN h < 1000 - 

Montagewärmewiderstand Rıhm 03 

Temperaturkoeffizient der Flußspannung'®) TKur =1,5 

') ; = 125°C; sinusförmiger Stromverlauf 

?) 0.= 25°C-5K; t, = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Ur = 0V 

9) 0, = 100 °C — 5K; t, = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Ur = 0V 

*) Irm = 20A; 0, = 25°C -5K 

5) Ur = Urrm; 00 = 25°C -5K 

$) IF= 1A; Ur = 30 V; — dl;/dt = 50 A/us; 9, = 25°C -5K 

7) Ur = Uram; de = 100°C -5K 

8) Irm = 20 A; $; = 100°C -5K 

® Ip= 10...60A; 0, = 120 °C 

©) k 10,..60A 

mA 

ns 

mA 

K/W 

mQ 

K/W 

mV/K



4. Kennlinien: 

Für die Bestimmung der Belastbarkeit einer Diode in einer Schaltung bei ungesteuer- 

tem Betrieb können folgende idealisierte Stromformen zugrunde gelegt werden: 

Schaltung Ohmsche Last Induktive Last 

E sin 180° 
M/B sin 180° rec 180° 

S/DB rec 120° rec 120° 

DS rec 60° rec 60° 
DSS rec 120° rec 120° 

5. Bestellbezeichnung: 

Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 625/1,5 mit einem Grenzwert 

der periodischen Spitzensperrspannung von 150 V. 

Änderung vorbehalten!



Durchlaßverlust kennlinien 

Parameter: Stromflußwinkel * 
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Durchliaßkennlinien 

Parameter: Gehausetemperatur 4& 
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Grenzstromkennlinie 

Parameter: Gehäuseternperatur % 
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Transienter _ Wärmewiderstand 
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Sperrkennlinien 
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